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Fisica da matéria condensada, crescimento epitaxial

Pesquisa

Introducao

O Telureto de Cadmio (CdTe) possui aplicacao em dispositivos
eletronicos e optoeletronicos como detectores de raios gama,
isoladores oOpticos, lasers e células solares. Objetiva-se o
crescimento de amostras pela técnica de Epitaxia por Feixe
molecular (Molecular beam epitaxy - MBE) de CdTe sobre
substrato de GaAs(100) visando a investigacao de suas
propriedades sobre substrato de GaAs.

Crescimento de CdTe sobre GaAs (100) e sua caracterizacao por

meio de técnica de difracao de raio-X (DRX) e microscopio
eletronico de varredura (MEV-FEG).

Material e Métodos

Crescimento de CdTe sobre GaAs (100) usando o MBE. Calibracao
da espessura mediante o perfildbmetro Optico. Caracterizacao
estrutural mediante a difracao de raios — X e analise da superficie

por meio do MEV-FEG.

Resultados e Discussao
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Figura 1. Regiao mais escura € o GaAs e regiao mais clara é CdTe.

Fonte: Elaborada pelo proprio autor.
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Figura 2. Relacdo entre Figura 3. Resultado da difracao de
parémetrg de rede e ralo-X Para amostra com
espessura do filme de CdTe. espessura de 245 nm. Fonte:
Fonte: Préprio autor. Elaborada pelo proprio autor.
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Figura 4. Imagem por microscopio de varredura da amostra com
13 nm de espessura. Fonte: Elaborado pelo proprio autor.

Figura 5. Imagem por microscopio de varredura da amostra com
245 nm de espessura. Fonte: Elaborado pelo proprio autor.

Observa-se um aumento dos graos de CdTe com o aumento da
espessura, mudanca no parametro de rede com a espessura das
amostras e que nao ha um comportamento claro entre o
parametro de rede e a espessura para as nossas amostras.

Conclusoes

Aumento dos graos de CdTe com o aumento da espessura.
Pequena mudancas no parametro de rede com o aumento da
camada do filme de CdTe crescido.
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